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A cikk a katédporlasztdsnak a Penning-kistilésen alapulé
véaltozasdaval foglalkozik, amelyet a szakirodalomban
magnetronos porlasztdsnak is neveznek. Az elsd rész a
Penning-porlasztds miikédési elvét és a mikroelektroni-
kdban betoltott szerepst mutatja be. A mdsodik rész a
MEV PENTRON katdédporlaszté forrdsait ismerteti,
kitérve a segédmdgnesekkel kiegészitett médgneses el-
rendezés elényeire. A befejezd rész néhdny kész techno-
légidt, valamint tobb tovdbbi alkalmazdsi lehetdséget
mutat be.

1. Bevezetés: A Penning-perlasztis szerepe
a mikroelektronikiban

A félvezetSeszkozok gyartdsdnak fontos fazisa a
sziliciumszeleteken kialakitott dramkori elemeket
egymdéssal és az dramkor kivezetéseivel (tappan-
csokkal) osszekotS fémhdlézat létrehozdsa. Kz a
miivelet altaldban két részbdl 4ll: a szelet teljes
feliiletének fémezéséb6l és a felesleges részek
fotolitografiai uton torténd eltdvolitdsdval a veze-
tékhalozat elkészitésébsl. A Penning-porlasztés
a szeletek fémezésére igen el6nyosen alkalmazhat6
vékonyréteg-készitési moédszer.

A fémezésre kordbban tiszta aluminiumot hasz-
niltak, melyet vakuumpdrologtatéssal juttattak
a szeletekre, elektronsugaras forrdsbél. (A volfram-
csdnakbol torténd parologtatds erre a célra azért
nem alkalmas, mert az olvadt aluminium kioldand
a volframhoz — annak gyartdsakor — adalékolt
natriumot, amely a fémrétegbe keriilve tonkre-
tenné a MOS eszkozoket.)

Az aramkori elemek méreteinek csokkenésével
14j kovetelmények meriiltek fel a fémréteg anya-
gaval szemben, ezért az aluminiumrétegnek bizo-
nyos oOtvozket kell tartalmaznia: egyrészt szili-
ciumot, megakadilyozandé az aluminium és a
szilicium egymésba diffundaldsit, valamint rezet,
amely az aluminiumvezetékekben a nagyobb
adramsiir(iség miatt fellépS hiba, az 4n. elektro-
migricié kialakuldsat gatolja.

A hiromkomponensii otvizetrétegek elGéllitdsa
parologtatassal igen bonyolult, nehezen szabalyoz-
haté. Katdédporlasztdssal — melynél a katéd
ionbombédzas hatdsira porlédik, s az igy eltdvozé
atomok hozzdk létre a bevonatot — otvizetréte-
gek is kényelmesen készithetSk, viszont a gdz-
kisiilésb6l szdrmazé nagyenergidju (1—2 keV)
toltéshordozék a MOS eszkozoket karositjik. Ezt
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az ellentmondést oldja fel a Penningporlasztds
alkalmazdsa: a mdgneses tér miatt a gdzkisiilés
kis térrészre korldtozédik, igy a bevonandé szele-
teket lényegében nem érik toltéshordozok.

2. A Penning-porlasztas elve

A Penning-kisiilés létrejottében igen fontos szere-
pet jatszik az egyidejii, egymésra merdleges vil-
lamos és magneses tér [1]. Mint ismeretes, egymas-
ra merGleges, homogén villamos és mdgneses tér
jelenlétében a toltéshordozék cikloispalydn mozog-
nak, amely mozgés egy haladé és egy kormozgés
eredGjeként foghaté fel [2]. A haladé mozgés
irdnya meréleges mind a villamos, mind a mégne-
ses tér irdnyéra.

A villamos és mégneses tér megfelel§ kialakita-
saval elérhets, hogy a haladé mozgis palyija
lényegében onmagéban zarédjon, azaz az elektro-
nok Un. csapda palydkon mozogjanak. (Az ionok
nagyobb tomege miatt az ionok mozgisit nem
befoly4solja lényegesen a magneses tér.) Két ilyen
elrendezés lathaté az 1. dbran. Ez a kialakitds a
kovetkez6képpen moédositja a gézkisiilés miikodé-
gét: A katdédrdl vagy kozvetlen kozelébdl induld
elektronok a cikloispdlya miatt jéval hosszabb
utat tesznek meg, amig elérik az anddot, ezért
4tlagosan tobb titkozésben vesznek részt. Igy —
bar nem minden iitk6zés jar ionizécidéval — az egy
elektron altal keltett ionok — &4tlagos — szdma
sokkal nagyobb, mint mégnestér alkalmazéisa
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1. dbra. A Penning-kisiilés elve: elektronok mozgédsa
specidlis elektromédgneses térben. a) hengeres, b) sik
katéd esetén
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nélkiil (ugyanakkora anddfesziiltség és gdznyomés
mellett), mert magneses tér hidnyaban az elektro-
nok akér egyetlen iitkézés nélkiil is eljuthatnak az
anddra. A nagy ionizdcidés valdszinfiség miatt a
gézkisiilés tulajdonsigai sok tekintetben kiilonboz-
nek a kodfénykisiilés sajatossagaitdl:

— a kisiilés 1étrejottéhez sziikséges gdznyomis
sokkal kisebb (kb. egytizede), mint a kodfény-
kisiilésnél,

— a gazkisiilés kis térrészre korlatozédik, csak
ott alakul ki, ahol a villamos és a magneses tér
elegendGen nagy és kozel merdleges egymasra,
igy a kisiilés 4dltaldban a katéd felitletének kozelé-
ben lokalizalédik;

— a toltéshordozéd-koncentracié nagyobb, e-
miatt kisebb az andédesés;

— viszonylag kis fesziiltséggel (néhdnyszaz volt)
igen nagy dram (tobbszor 10 A) tarthaté fenn;

— nagyobb 4ramsiri{iség és teljesitmény érhetd
el;

— a kisiilés j6l szabdlyozhat6, villamos karak-
terisztikdja kedvezd:

I=¢c.-U"

ahol I az dram, U a fesziiltség, ¢ és n allanddk, n
nagyobb egynél. ‘

Ezek a sajitossagok dltaliban elényként jelent-
keznek, amikor a Penning-kisiilést katédporlasz-
tdsos vékonyrétegkészitésre alkalmazzik: ala-
csonyabb géznyoméson kisebb a maradékgiz-
beépiilés; a lokalizdlt gazkisiilés miatt a bevonandé
szubsztratumokat nem érik toltéshordozdk; a
villamos hatdsfok kedvezdSbb; nagyobb a teljesit-
mény, ezdltal nagyobb rétegépiilési sebesség érhetd
el; a folyamat jél szabdlyozhaté, viszonylag egy-
szer(l felépitésti villamos tapegység alkalmazhatoé.

Tovéabbi elénye a Penning-porlasztdsnak, hogy
— mint a katédporlasztdsnal dltaldban — nagy-
frekvenciés t4plélds is alkalmazhatd, igy szigetels-
anyagok is porlaszthat6k, valamint mivel — ellen-
tétben a vakuumpérologtatédssal — a porléddshoz

A

2. dbra. Stk kat6éddal miikods Penning-katédporlaszté
forrds sematikus rajza. 1 — target (katéd); 2 — mégnes;
3 — pélus; 4 — plazma
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nem sziikséges a katéd felmelegitése, ezért hére
érzékeny anyagokra is készithet6 bevonat, ezen
kiviil 6tvozetrétegek készitése is egyszerii.

Penning-porlasztdsra az 1.b) dbran lathato, sik
katéddal miikodS elrendezést haszndljak gyak-
rabban, ennek vézlatos kialakitdsdt a 2. dbra
mutatja. A porlasztandé anyagbdl késziilt katod,
az un. target alatt helyezkedik el a mégneskor,
melyben altaldban dllandé mégnesek gerjesztik a
mégneses teret. A hengerszimmetrikus kialakité-
son kiviill négyszogletes vagy egyéb alaku elrende-
zés is lehetséges.

A porlasztisi folyamat alatt a target hitést
igényel, mert a katédot bombazé ionok (melyek a
teljes dram felét szallitjak és gyorsité fesziiltségiik
a teljes fesziiltség 90%-a) energidja nagyrészt
h6vé alakul, a porlédassal eltavozé atomok az
energia igen kis részét viszik el. A kell§ hiités
biztositdsara kiilonb6z6 megolddsok terjedtek el,
igy pl. kozvetlen hiitésnél a target hatoldala érint-
kezik a hiit§vizzel, mig kozvetett hiités esetén a
targetet vizhités tombhoz rogzitik gy, hogy a
ketts kozott a h6atadas megfelel§ legyen.

A Penning-porlaszték kialakitdsakor gondos-
kodni kell a katéd villamos szigetelésérél is. An6d-
ként 4ltaldban a katdédporlaszté forras kiils6
burkolata, vagy a vdkuumkamra fala szerepel,
egyes esetekben Kkiilon anddot is alkalmaznak,
amely pl. a tdrcsa alaku target kozponti furatdban
helyezkedik el.

A Penning-katédporlaszték alacsony nyomési
gazban miikodnek, ezért a vikuumtomorséget is
biztositani kell. A porlasztéforrdsok miikodésének
és konstrukciéjdnak részletesebb leirdsat 1d. [3],

(4], [5].
3. A MEV PENTRON katédporlaszté forrasai

Mdgneses elrendezés

A PENTRON katédporlasztékban a maégneses
teret SmCo 6tvozetbdl késziilt dllandé mégnesek
keltik. A magneskorben a fémégnes mellett segéd-
maégnesek is vannak ((szabadalmaztatott megoldas
[6]), ennek a kiilonleges elrendezésnek koszonhetd,
hogy mind a miikodési tulajdonsdgok, mind a gaz-
dasdgossigi jellemz8k jobbak a szokésosnil. Ez az
alabbiakkal magyardzhaté (3. dbra):

A Penning-kisiilés feltételei ott a legjobbak,
ahol a villamos és a mégneses tér merdleges egy-
maésra, azaz — mivel a katdd kozelében a villamos
tér merdGleges a katdd feliiletére, mert a felette
elhelyezkedd plazmaekvipotencidlis, virtudlis anéd-
nak tekinthet§ — ahol a mdgneses tér a target
feliiletével parhuzamos. Segédmégnesek nélkiil ez a
feltétel csak egy sziik tartomanyban teljesiil, ezért
a gazkisiilés és ezzel egyiitt a porlédds is csak
vékony korgyliri mentén megy végbe, emiatt a
kopasi profil igen keskeny. A segédmaégnesekkel a
magneses tér ugy mddosithato, hogy szélesebb
tartomdnyban legyen kozel pirhuzamos a target
felillete és a magneses tér irdnya, igy joval széle-
sebb kopési profil keletkezik.

A kiilonlegesen széles porlédési zéna az aldbbi
elényokkel jar:

Hiraddstechnika XXXVIII. évfolyam, 1987. 10. szdm




3. abra. A mégneses tér 6s a kopadsi profil segédmdgnesek
nélkill (szaggatott) és segédmdgnesekkel (folytonos
vonal)

— a targetkihaszndlds j6val nagyobb a szokédsos-
nal, eléri a 609%,-ot, azaz a target anyagdnak tobb,
mint a fele elporlaszthat6, mire a kopdsi zéna
mélysége eléri a target vastagsigdt.

— kival6 a lépcsdfedés, ami kiilondsen a mikro-
elektronikai alkalmazisoknal lényeges;

— az elGallitott vékonyrétegek vastagsdgelosz-
ldsa kedvez§, igy egyenletes bevonat készithet§
viszonylag nagyméretii targyakra is, azok —
rétegkészités kozbeni — mozgatdsa nélkiil.

A PENTRON katédporlasztck konstrukcidja

A PENTRON katédporlaszték vézlatos felépitése
a 4. Abran lathaté. A target — tipustol fiigg6en —
kerek vagy négyszogletes alak.

A target hiitése az Osszes tipusndl kozvetett
(azaz a target a vizzel hiitott tombbel érintkezve
adja le az ionbombdzis keltette hét), viszont a
target rogzitésének modja szerint hdrom csoportba
sorolhaték a tipusok. Kisméretii porlasztéforrasok-
nil a targetet a pereménél szoritja a hiit6tombhog
a csavarokkal rogzitett leszorité gyirii. Néhdny
tipusnil a targetet kozponti leszoritécsavar rog-
ziti a hlit6hoz és a jo hiitést az biztositja, hogy a
target a hétdgulds miatt a hi{it6tombben 1évE
mélyedés oldaldhoz szorul. A nagyméretii tipusok-
nil a targetet lagyforrasztdssal kotik a hiit6-
tombhoz.

A hiit6tomb alatt helyezkednek el a mignesek.

A katédporlaszté forrasok tetszSleges helyzet-
ben (alulra, feliilre, oldalt) szerelhetSk a vakuum-
rendszerbe. A kamra belsejében mi{ikods forrdsok
szinte minden meglévé vakuumrendszerbe beépit-
heték, a kisebb tipusok (MC—2, MC—5) egyetlen
@25 mm furatba szerelheték, melyben a forrds
rogzitGesonkja egyben dram- és vizbevezetSként
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is szolgal, mig az M—10 tipus beszereléséhez csak
adram- és vizbevezetSkre van sziikség.

A kamrafalra szerelhets valtozatoknal a target
a kamrafal megfelel()'en kialakitott nyildsaban
helyezkedik el, mig a forras tobbi része, a csatlako-
zésok kiviil vannak. Igy jobb a helykihasznalas,
konnyebb a karbantartas. (Ilyen tipust abrazol a
4. 4bra.) Szintén kamrafalra, Conflat csatlakozéra
szerelhet§ az MC—5U tipus, amely kifiithets, igy
ultra-nagyvakuumrendszerekben is alkalmazhaté.

A PENTRON katédporlaszték legfontosabb
jellemzdit foglalja Gssze az L. tabldzat.

Rétegvastagsdgeloszlds

A katédporlaszté forrdsok fontos jellemzsi a
rétegvastagsag-eloszlasgorbék, melyeket a katéd-
dal parhuzamosan, kiilonb6z6 tavolsagokra elhe-
lyezett sik szubsztratumokra készitett rétegeken,
a vastagsdgot a szimmetriatengelyen 4thaladé
egyenes mentén mérve vesznek fel.

A Penning-katédporlaszték miikodési elvébdl
kovetkezik, hogy a target csak a gyfiri alaku
porlédési zéndban kopik, ezért ha a target és a
szubsztrdtum tdvolsdga kicsi, a rétegvastagsig-
eloszldsgorbében két maximum lesz, kozepén
pedig — ahol a target altaldban nem kopik —
helyi minimum. A tdvolsigot novelve ez a hatéds
eltlinik és a gorbe a méas forrdsokndl is megszokott
alaku lesz, egy maximummal. Az M—10 tipusu
katodporlasztoval mért tipikus rétegvastagsig-
eloszlasgorbéket mutat az 5. dbra.

A rétegvastagsigeloszlds kismértékben fiigg a
porlasztott anyagtdl, a gdznyomdstdl és a katdd-
dramtél is, ezért amennyiben fontos a réteg egyen-
letessége, az optimalis technoldgiai jellemzdéket
kisérleti uton kell meghatdrozni, bar vannak a
szdmitégépes modellezésre irdnyulé kezdeménye-
zések [T].

A Kkiilonlegesen egyenletes fémbevonatok készi-
tésére kifejlesztett tipusok segitségével 150 (M—
—15K) ill. 200 (M—20K) mm 4tmér§ji szubsztra-
tumok (pl. sziliciumszeletek) fémezése is lehetséges
a rétegvastagsig +59%, tlirése mellett tigy, hogy
nincs szilkség a szubsztratumok rétegkészités
kozbeni mozgatasara.

(750

4. dbra. A PENTRON katédporlasztok felépitése (kam-

rafalra szerelhet$ viltozat). 1 — target; 2 — andd;

3 — hiits; 4 — szigetel6; 5 — alaplap; 6 — fémdgnes;

7 —polus; 8 — segédmdgnesek; 9 — ,,0”-gyliris tomi-

tés; 10 — hiitdvizesatorna; 11 — hiitdvizbevezets;
12 — villamos csatlakozé; 13 — burkolat
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1984-ben végzett a Buda-
pesti  Miszaki Hgyete-
men, erbsdrami gépész-
mérnékként. Kordbban a
lokdtoros berendezések erd-
dtviteli részeiwvel foglal-
kozott, késébb a perma-
nens mdgnesekkel gerjesz-
tett mdgneskorok tervezése
és kivitelezéselett a fos zak-
terilete. Jelenleg MEV
Vdkuumtechnikas Fej-
lesztési  Osztdlydn dol-
gozik, a pdrologtaté- és
porlaszté forrdsok mdg-
neskoreit tervezi.,

KERTESZ GABOR

5. dbra. Kiilonboz8 target-szubsztrdt tavolsagoknal
felvett rétegvastagsdg-eloszlds gérbék
1. tabldazat
Target . ,
Mo méret  (mm) rogrités Szerelés Alkalmazas
. m{xlis » I Kamrafalon g \ ' 2
Tipus teljesit- L 2 4 sziikséges 2 BW B & % Megjegyzés
mény R4 < S g o % nvild 2 8 =E§
ES 2 g Ef oz g owilds(em) 5 Eg £E3
(W) ES § £ £ 2 Z EER R
£d 2 & & £ F 58 2427F 8
MC-—2 0,6 @>51X3 X X @25 X
MC—5 . 2 ZT6X 4 X X >25 X
MC—5U 1 & 76X 4 X X Conflat ¢5152,4 X
(kiils8 &tmérd)
M-—10 10 162X 16 X X 4ram- és vizbe- X
vezetés
M-—10K 10 162X 16 X X 213 X
M-—15K 15 210X 18 X X 261 X
MF-—15K 15 2210X3...9 X X 2400 X
M-—20K 20 @279% 10 X X 318 X
M—SN... 10...  203...762X X X 209...768X 7-féle
.. M—30N ..30 X 127X 10 X133 X hosszméret-
ben
MF-—8N. . 10... 203...508X X X 209...514X X 4-féle hossz-
.MF-—20N ..20 X140X3...9 X X152 méretben

A nagyméretii, négyszogletes forrasok esetében
ha a szubsztrdtumot a bevonds alatt keresztirany-
ban, egyenletes sebességgel mozgatjak, elvileg
tokéletesen egyenletes réteg készithet§ (6. Abra).
Ez a médszer igen nagy méretii lapok egyenletes
bevonédsdra is alkalmas, a lapok hossza megfelel§
vikuumrendszer esetén szinte tetszileges, a széles-
séget csak a target hossza korlatozza.

Ferromdgneses anyagok porlasztdsa

A ferroméigneses anyagok Penning-porlasztisakor
4ltaldban nem alkalmazhaték a szokésos vastag-
sdgu targetek, mert a target anyaga rovidrezarnd
(sontolné) a méagneskort és igy nem alakulna ki a
Penning-kisiiléshez sziikséges erlsségfi migneses
tér.

Ezért 4ltaldban igen vékony, vagy — ami pl. a
target élettartama szempontjabol ugyanazt jelenti
— t6bb helyen elvékonyitott, felhasitott targetet
alkalmaznak. Igy a target mdgnesesen telitédik,
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nem képes révidrezdrni a mdagneskort, tehdt a
target felett létrejon a kell6 mégneses tér.

A ferromégneses anyagok porlasztésira késziilt
PENTRON tipusok a kiilonleges mégneses elren-

elektronikai technoldgiai
szakan. Ezutdn a Mikro-
elektronikar Vdllalat dol-
gozGjaként nappali tago-
zaty szakmérnoki tanfo-
lyamon vett részt, melynek
sordn a vékonyrétegek me-
chanikai vizsgdlati mdd-
szereivel foglalkozott, majd
1985-ben elektronikai te-
chnoldgiai  szakmérnoki
oklevelet szerzett. 1984-
ben Felséoktatasi Tanul-
mdnyi Erdemérem kitim-
tetésben részesiilt. Jelenleg
a MEV. Vdkuumtechni-
kai Fejlesatést Osztdlydn
dol gozik, technolégus-
ként.

BACKHAUSZ
LASZLO

1988-ban végzett a BME

villamosmérnéki kardnak
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1977-ben végzett a Gép-
iparit Automatizdaldsi M-
szaki Féiskoldn, majd a
Budapesti  Rddidtechni-
kai  Qydrban  dolgozott,
célgéptervezbként. 1982-
t6l a Mikroelektronikai
Vallalatndl a Vdkuum-
technikai Fejlesztési Osz-
talyon kulinbozé vdkuum-
technikai eszkiozok (elek-
tronsugaras pdrologtato-
forrdsok,  katédporlaszté
berendezések ) gépészeti
tervezésével foglalkozik.
1980 ota a BME gépész-
mérnoki kardnak hallga-
téja.

SZAKALY ISTVAN

6. dbra. Nagyméretii lemez bevondsa négyszigletes
katédporlaszté forrds segitségével

dezésnek kozonhetéen 3—9 mm vastag targettel
miikodnek, szemben a szokdsos 1—2 mm-es tar-
getvastagsdggal. A megfelel§ targetvastagsag anya-
gonként valtozik, durvan forditva ardnyos a tar-
get anyag telitési indukcidjaval.

4. Alkalmazasok, technolégiak

Félvezetdfémezés

Mint arrél a bevezetGben szé volt, a Penning-
porlasztast a félvezet&fémezés fejlédése hozta
létre, igy a legfontosabb alkalmazdsi teriilet is ez.
A specidlis feladatokrdl eltekintve, itt aluminium,

1966-ban fejezte be tanul-
mdnyait a BME Vegyész-
mérnéki Kardn. 1970-
ben kerult a HIKI Fél-
vezetd Fosztdlydra, ahol
félvezetd fémezési techno-
16gidk fejlesztésével fog-
lalkozott. Emellett részt
vett az elektronsugaras
pdrologtaté  forrdsok és
Penning porlaszté forrd-
sok fejlesztési munkdiban.
Tobb kozlemény szerzbje.

GLASER PETER

Hiraddstechnika XXXVIII, évfolyam,i1987, 10, szdm

illetve aluminium-6tvozetréteg kialakitdsa a cél.
A tiszta és Otvozott aluminium porlasztasa ma
mar rutintechnolégianak szamit, és a hazai tar-
getgyartds eredményeként semmilyen problémat
nem jelent.

Mint emlitettiilk, az aluminium otvizésével
mindkét, az aramkorok méretcesokkentése miatt
jelentkez6 hiba elkeriilhets [8]. Az aluminium-
szilicium interdiffizi6 megakadalyozésara 1—
—1,59%, sziliciumot tartalmaz az aluminium réteg
(a szilard oldékonysig 400 °C-on kb. 0,8%,), az
elektromigracié visszaszoritdsara pedig 4—59,
rezet. A target ilyen koncentraciéban tartalmazza
egyik vagy mindkét 6tvozs fémet.

Az N-csatornds, szilicium vezérlG elektrdodas
MOS integralt aramkorok technoldgidjanak fej-
lesztése soran a kivetkezd tapasztalatokat szerez-
tiik a porlasztott AlSi rétegekkel (a mai PENTRON
tipusok egyik elédjével, a HIM—10 porlaszté
forrassal):

— Mind a szilicium adalékolds, mind a porlasztas
a réteg fajlagos ellendlldsdnak novekedését
okozta. A porlasztott AlSi réteg fajlagos ellen-
allasa mintegy kétszerese volt a parologtatott
tiszta aluminium (referencia) rétegének, de ez
az ellenallasnovekedés az IC-k belsS Gsszekitd
fémezése céljara még elfogadhaté volt.

— A porlasztott Al és AlSi rétegek szemcsemérete
10—22 mm kozott volt, mig az azonos h6mér-
sékleten, elektronsugaras forrasb6l péarolog-
tatott Al-rétegé 120—150 nm és az AlSi-
rétegé 40—50 nm (a réteg Si-tartalma a mérési
hiban beliil nem befolyasolta a szemcseméretet).

— A fém-félvezetd kontakiusellendllds a szilicium

adalék hatdsara kismértékben megnétt, a por-

lasztas a parologtatashoz képest nem jelentett
ilyen szempontbdl kiillonbséget.

A p—n dimenetek szivdrgdsdt a fémezési maod-

szer nem befolyasolta, a szilicium adalék vi-

szont magasabb hémérsékletii és/vagy hosz-

szabb idejti hékezeléseket tett lehet6vé a szi-
vargas novekedése (vagy extrém esetben zarlat
keletkezése) nélkiil.

— A MOS struktarat jellemzs owxidtoltés meghata-
rozaséara szolgalé CV/BT vizsgdlatokban a flat-
band fesziiltség cstszdsa a mérési hibaval
azonos mértékli volt az Osszes minta esetén,
karosoddst nem tapasztaltunk.

— A vporlasztott Al és AlSi rétegek Iépcséfedése
olyan tokéletes volt, hogy a sik SiO, feliileten,
illetve 600 vastagoxid (d=0,8 pm) és 560
poli-Si (d~ 0,5 pm) lépcsén dtmend fémesikok
ellendlldsa a mérési hiban beliil azonos volt.

Fenti tapasztalatainkrél, ill. vizsgalatainkrél ko-
rabban mér részletesen beszdmoltunk kiilonbozé
hazai és nemzetkozi fé6rumokon [pl. 9, 10, 11].

Atldtsz6 vezetérétegek

Néhany fém oxidja nem szigetels, hanem kisebb-
nagyobb mértékben vezets, ugyanakkor — vékony
réteghen — fényatereszts. Ilyen pl. az 6n és az
indium.

Ezen anyagok oxidjaibél atlatszé vezetdréteg
alakithaté ki, E rétegek felhasznildsa rendkiviil
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széles kor{ivé valt. Két példa: a folyadékkristalyos
kijelz6k fels6 elektréddja és a fiithet§ pildta-
kabinablak. A réteg eldallitdsara szdmos eljiras
ismert, ezek koziil egyet vazolunk.

Kiinduldsként olyan Otvozettargetet haszna-
lunk, mely 90%, indiumot és 109, 6nt tartalmaz.
Ezt a targetet hasznaljuk a reaktiv porlasztashoz,
melynél az argonhoz 109, oxigént keveriink. Az
igy kialakulé réteg még gyakorlatilag fémes, ezt
még 400 °C hémérsékleten 10 percig hékezelve
alakul ki az atlatsz6 vezetOréteg (ennek szakiro-
dalmi roviditése ITO), melynek tipikus tulajdon-
sagai: négyzetes e'lendllds 100 ohm|1, vastagsdga
200—500 nm, transzmisszidja 80—85%,.

Mdgneses adathordozok

A korszerli magneses informéciéhordozék jelsfiri-
ségének jelentSs novekedése valtozast hozotte
hordozé anyagdban és a hordozéréteg felvitlia
technolégidjaban egyardnt. E véiltozas lényege
elsGsorban a rétegvastagsig csokkenésében nyil-
vanul meg. Ez azt eredményezi, hogy a hagyom4-
nyos ,felontéses” eljards helyett mind nagyobb
szerepet jatszik a vikuumtechnolégiai rétegel-
allitas, és ezek koziil is elsGsorban a katddporlasz-
tés.

Az altalunk kidolgozott technolégidval diszk
tarolé réteget készitettiink kobalt-nikkel-volfram
otvozetbll. A rétegvastagsdg 200 nm, a koercitiv
eré 0,6—0,7 T, a négyszégesség 0,7—0,8, a hatdr-
frekvencia 5§ MHz volt.

Egyéb felhaszndldsi lehetéségek

A felsorolt példak csak a ,honositott” technols-

gidk. A lehetséges alkalmazdsok felsoroldsa is

reménytelen feladat, azok rendkivill nagy szdma

miatt. Még megemlitiink harom példat, melyek az

elektronika teriiletén kivill esnek, de jelentdségiik

azzal egyenértékii vagy nagyobb:

— forgacsolészerszamok  élettartam-novel§
mény réteg bevonatinak készitése;

— nagyméretli iivegablakok h&visszaver$ rétegei-
nek felvitele;

ke-

— csomagoléanyagok aluminiumozésa (pl. az n.
Tetrapack csomagolas).

5. Osszegezés

Cikkiinkkel taldn sikeriilt érzékeltetni a Penning-
porlasztésban rejlg lehetSségeket. A forrasok olda-
14r6l a jelenlegi - helyzetet legjobban a piacon
kaphaté forrdsok méretvalasztékdval jellemezhet-
jilk: a legkisebb forrds 5 cm atmérdji és 5 cm
magas, a legnagyobb 20 cm X 300 cm feliiletii.

A cikkben vazolt technolégidk csak példak, és
nem érzékeltetik azt a fejlédést, amit a Penning-
porlasztas az elmilt tiz év alatt megtett, és var-
hatéan még legalabb akkora fejl6dési lehet6ség van
el6tte, mint amennyin mar aAtment.
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